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Caracteristiques dels nMOS d'enriquiment

Per a cada valor de Vg
hi ha una corba caracteristica I5(Vpg)
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Parametres caracteristics dels nMOS

Threshold Voltage (tensio llindar)

Constant caracteristica
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Per a cada valor de Vg hi ha una corba caracteristica I5(Vpg) Ala practica veureu que Vpg(Vgs) és Si a l'inversor nMOS
substituim Ry per un pMOS,
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